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+ Field Effect Transistor (FET)   ++ Junction FET (JFET).                                                  
                - JFET Construction.                                    - JFET Operation Principle:     
                - Drain characteristic.                                - Transfer characteristic. 
                 

++ Metal-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET).                                                  
                - MOSFET Construction.                            - MOSFET Operation Principle (Types).     
                - Drain characteristic.                                  - Transfer characteristic. 
 
++ DC & AC Analysis (Parametres).  
++ Biased circuits.                                               

+ FeedBack and Amplifiers.    

++ Feedback Concepts.                                         
++ Feedback Connection Types.     
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MOSFETs = Metal Oxide Semiconductor FETs  

 IG-FETالتراهصطخىزاث الحللُت ذاث البىابت المػصولت  

ولها خصائص  JFETsلهره التراهصطخىزاث خصائص مشابه للتراهصطخىزاث ذاث الأزس الحللي 
 :  جلظم هما زأًىا إلى كظمحن و إضافُت ججػلها مظخخدمت بشيل واطؼ 

 MOSFET- Depletion-Type       الجزوح مبدأ الإفلازي  التراهصطخىز  -1

 MOSFET- Enhancement-Type                الإغىائي التراهصطخىز  -2
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 MOSFET-D                                                                   Depletion-Type MOSFET Construction   التراهصطخىز  بيُت                        

 بمىعلخحن ًخصلان D المصسف و  S المىبؼ أن خُث ومىبؼ وبىابت مصسف مً ًخألف n هىع (الصىؼ مظبلت) المدفىهت اللىاة ذو  الحللي التراهصطخىز  --
 .الخالي الشيل في هما  p الىىع ذاث الأطاض ظبلت طماهتها جددد n هىع بلىاة مىصىلخان المىعلخحن هلا  و  n هىع مً إشابتهما     

 وهرا للتراهصطخىز  الدظمُت أجذ هىا مً الظُلىىن، أهظُد زاوي  مً زكُلت ظبلت بىاطعت الصىؼ المظبلت اللىاة غً مػصوٌ البىابت مظسي  أن هلاخظ --
   .JFET الـ دخل ملاومت مؼ جلازن  غالُت دخل ملاومت ًؤمً     

 .SS ٌظمى حدًد ظسف أو  حدًدة نهاًت ًضُف مما p هىع أطاض ظبلت فىق  أومخىضػت n هىع المشابت المىاظم ول --

زمص التراهصطخىز ذو اللىاة 
 nمظبلت الصىؼ هىع 

 أن هجد حيث الخالي بالشكل مبين p هىع لقناة ذو الحقلي التراهصسخىز  --
 جىضعها عكسذ المشابه الناقلت هصف المىاد    

زمص التراهصطخىز ذو اللىاة 
 pمظبلت الصىؼ هىع 
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                MOSFET-D                Depletion-Type MOSFET Operation and Characteristic           التراهصطخىز   خصائص و  غمل مبدأ

عبم VGS=0 & VDD>0 غىدما -1 ً ذلً ًؤدي طلبُا، والمىبؼ اًجابُا المصسف ًىىن  بدُث  VDD  والمىبؼ المصسف بحن الجهد وٍ  الحسة الالىتروهاث لخدسٍ
ت الحىامل)       .n هىع (الصىؼ مظبلت)  المدفىهت اللىاة غبر  والمصسف المىبؼ بحن (الأهثرً
ادة -2 ادة الخُاز  ٌظخمس  كصس، مػدوم، البىابت حهد بلاء مؼ VDS إًجابُت بصٍ    .IDSS الإشباع إلى ًصل ختى بالصٍ

 حىد و  هدُجت اللىاة جضُم بالخالي و  n اللىاة إلى p مً الثلىب ًجرب الىكذ بىفع و  p الأطاض ظبلت الى n اللىاة مً الالىتروهاث بدفؼ ًلىم ،VGS < 0  غىدما -3
     الالىتروهاث مؼ الثلىب اجداد هدُجت المجسدة المىعلت      

n-Channel depletion-type 
MOSFET  

with  VGS = 0 V and applied 
voltage VDD. 

Reduction in free carriers in a 
channel  

due to a negative potential at 
the gate terminal. 
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 MOSFET-D                                     Depletion-Type MOSFET Operation and Characteristicمبدأ غمل و خصائص  التراهصطخىز      

 : n اللىاة هىع MOSFET-D للتراهصطخىز  الخدىٍلُت الممحزة و  الخسج ممحزة
 

   طالبت، و  مىحبت كُم بأخر وذلً FET  الـ غً الخدىٍلُت الممحزة جخخلف --
 .الإغىائي بالىمغ المىحبت و  لإفلازي  بالىمغ ٌػمل غىدما الظالبت    
 

   VGS لـ المىحبت اللُم غىد جخغحر  الخسج ممحزة هرلً --

   Depletion mode الإفلازي  الىمغ أو  الجزوح همغ -1
   :غىدما ، FET الىىع برلً ٌشبه و       

•When VGS = 0V, ID = IDSS 
•When VGS < 0V, ID < IDSS 
•The formula used to plot the transfer curve 

still applies:   
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 :الخالُحن الىمعحن بأخد ٌػمل أن ًمىً MOSFET-D الىىع إذا --

ادة همغ -2    غىدما ذلً و   Enhancement mode   الإغىائي أو  الصٍ

•VGS > 0V is now a positive polarity 
•ID increases above IDSS 
•The formula used to plot the transfer 

curve still applies: 
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لُت للتراهصطخىز  و ممحزة الخسج   : pهىع اللىاة  MOSFET-Dالممحزة الخدىٍ

 لىً بػد جبدًل كعبُت المىابؼ و ًمىً إحساء مىاكشت ممازلت، 

 MOSFET-D                                     Depletion-Type MOSFET Operation and Characteristicمبدأ غمل و خصائص  التراهصطخىز      
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Maximum Ratings 

 أهثر

Electrical Characteristics 

Specification Sheet 
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 MOSFET-E                                                                       Enhancement-Type MOSFET Constructionبيُت التراهصطخىز         

 مً إشابتهماًخصلان بمىعلخحن  Dو المصسف   Sًخألف مً مصسف و بىابت و مىبؼ خُث أن المىبؼ  nهىع ( الإغىائي)التراهصطخىز الحللي ذو اللىاة المحسضت  --
 .هدُجت جعبُم الجهىد المىاطبت هما في الشيل الخالي  S &D، جددد اللىاة المحسضت بحن ول مً pو هلا المىعلخحن مفصىلخان بعبلت الأطاض هىع  nهىع      

 متلاو هلاخظ أن مظسي البىابت مػصوٌ غً غً ظبلت الأطاض بىاطعت ظبلت زكُلت مً  زاوي أهظُد الظُلىىن، هرا ًؤمً ملاومت دخل غالُت جلازن مؼ م --
  S &D.إذا في البداًت لا جىحد هىان كىاة بحن --.                       JFETدخل الـ     

   الخلعُب ًخخلف ولىً البيُت هفع له p هىع المحسضت اللىاة ذو  للىىع باليظبت --
 الخُازاث  واججاهاث    

زمص التراهصطخىز ذو اللىاة 
 pالمحسضت هىع 

زمص التراهصطخىز ذو 
 nاللىاة المحسضت هىع 
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                                 MOSFET-E  Enhancement-Type MOSFET Operation and Characteristicمبدأ غمل و خصائص  التراهصطخىز   

  لىحىد ، ID=0  الدازة في جُاز  اي ًمس  ولا  غىظُا مىداشة والمىبؼ المصسف غىد المخصلحن طلبُا، والمىبؼ اًجابُا المصسف ًىىن  بدُث ،  VGS = 0 & VDS > 0 غىدما -1
 . D & S  بحن كىاة أي وحىد  ولػدم المجسدة المىعلت     
ادة -2    .الخُاز ًمس  لا  كصس، مػدوم، البىابت حهد بلاء مؼ VDS إًجابُت بصٍ

ٌ  غبر  الجهد هرا ًلىم ،VGS > 0  غىدما -3  مً ول بحن المىحىد) الخلامع طعذ غىد الثلىب بدفؼ  Sio2  الػاش
       D &S  الأطاض ظبلت غمم إلى p) جرب    في جؤدي الػملُت هره المىعلت، هره إلى الالىتروهاث بػض وٍ
   ًمس بالخالي و  هاكلت الىصف المادة هىع ًىػىع أي والمصسف  المىبؼ بحن n الىىع مً كىاة جىىن  إلى النهاًت    
ادة الخُاز  هرا ًصداد الخُاز،      .البىابت حهد بصٍ

Channel formation in the n-channel 
enhancement-type MOSFET. 

س التراهصطخىز  غىده ًبدأ الري VGS  البىابت لـجهد زابخت كُمت غىد -4   بجهد ٌظمى (الاوػياض لحظت) بالخمسٍ
بدأ VT  الػخبت      .الإغىاء مبدأ فم و  بالػمل التراهصطخىز  وٍ
  الخلعُب هرلً الىاكلت هصف المىاد جسجِب ٌػىع p  هىع المحسضت اللىاة ذو  الحللي التراهصطخىز  في -5
   .المازة الخُازاث وحهت     
 بـ مػعاة الجهىد جىىن  غىدما أي الإغىائي الىظام في إلا  ٌػمل لا  الىىع هرا -6

    VGS>0, VT> 0, VDS> 0                                                     
VGS↑ =>   ID ↑                                                           

10 



 الخالُت الػلاكت هعبم مػعى VGS  احل مً ID الخُاز كُمت لخددًد --
 :الخدىٍلُت الممحزة جددد لتياو      
 

Where:  
VT = threshold voltage or 
         voltage at which the 
          MOSFET turns on 
k = constant found in the 
      specification sheet 

   مػادلت باطخخدام كُمت خظاب ًمىً
  :فم و  مدددة كُمت غىد التراهصطخىز 

2
TGS(ON)

D(ON)

)V(V

I
k




TGSDsat VVV 

لُت الممحزة و  الخسج ممحزة  .الخسج ممحزة مً مظخيخجت الخبادلُت الممحزة ًمثل              :n اللىاة هىع MOSFET-E للتراهصطخىز  الخدىٍ

2

TGSD )VV(kI 

ادة  الإشباع لخُاز  ًصل ختى ID الخُاز ًصداد البىابت حهد زباث مؼVDS  الجهد بصٍ
 IDSS  ًمى م غVDSsatً  الإشباع حهد كُمت خظاب وٍ  :الخالُت الػلاكت ظسٍ

 MOSFET-E                                          Enhancement-Type MOSFET Equations and Characteristicمػادلت وخصائص  التراهصطخىز  
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The p-channel enhancement-type MOSFET is similar to the n-channel, except that the 
voltage polarities and current directions are reversed. 

لُت للتراهصطخىز  و ممحزة الخسج   :  Pهىع اللىاة  MOSFET-Eالممحزة الخدىٍ
 .ًمثل الممحزة الخبادلُت مظخيخجت مً ممحزة الخسج

 MOSFET-E                                          Enhancement-Type MOSFET Equations and Characteristicمػادلت وخصائص  التراهصطخىز  
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Maximum Ratings 

Electrical Characteristics 

more… 

Specification Sheet 
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Feedback Biasing Arrangement 

IG = 0A, VRG = 0V 
So VDS = VGS 

And VGS = VDD – IDRD 

Feedback Bias Q-Point 

Step 1:   Plot the line using  
•VGS = VDD, ID = 0 
•ID = VDD / RD , VGS = 0 

Step 2:   Using values from the specification  
                   sheet, plot the transfer curve with  

•VGSTh , ID = 0  
•VGS(on), ID(on) 

Step 3: The Q-point is located where the 
                 line and the transfer curve intersect 
Step 4: Using the value of ID at the Q-point,  
                solve for the other variables in the bias circuit 

   MOSFET-E  التراهصطخىز  جدُحز 

م غً                        للبىابت غىظُت حغرًت ظسٍ
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Plot the line and the transfer curve to find the Q-point. Use these equations: 
  

21

DD2
G

RR

VR
V


 )RR(IVV

RIVV

DSDDDDS

SDGGS




Voltage-Divider Q-Point 

م غً                                                                                                      MOSFET-E  التراهصطخىز  جدُحز   زفىحن الجهد ملظم ظسٍ

Step 1:   Plot the line using  
•VGS = VG = (R2VDD) / (R1 + R2), ID = 0  
•ID = VG/RS , VGS = 0 

Step 2:  Using values from the specification sheet, plot the transfer curve with 
•VGSTh, ID = 0 
•VGS(on) , ID(on) 

Step 3:  Where the line and the transfer curve intersect is the Q-point. 
Step 4:  Using the value of ID at the Q-point, solve for the other variables in the bias circuit. 
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MOSFET-D            التراهصطخىز  جدُحز  

لت بىفع جدل و  JFET التراهصطخىز  جدُحز  دازاث هفع له غام بشيل  --    MOSFET-D  التراهصطخىز  لان ذلً و  خُد و  اخخلاف هىان الىىع هرا في ولىً العسٍ
  .زفىحن الجهد بخلظُم الخدُحز  همثاٌ لىأخر VGS لـ مىحبت حهىد غلى ٌػمل أن ًمىً      

Voltage-Divider Bias 

Step 1:  Plot the line for  
•VGS = VG, ID = 0 
•ID = VG/RS, VGS = 0 

Step 2:  Plot the transfer curve by plotting IDSS, VP  
                 and calculated values of ID. 
Step 3:  The Q-point is located where the line intersects 
                the transfer curve is. Use the ID at the Q-point to  
                solve for the other variables in the voltage- 
                divider bias circuit.  
 
These are the same calculations as used for JFET circuits. 

   :الخالُت بالمساخل جلخص الػمل هلعت خظاب آلُت

16 



 ولىً هىان بػض الاخخلاف BJTٌشبه إلى خد ما التراهصطخىز زىائي اللعبُت   FETالتراهصطخىز الحللي 
 .ٌػمل همضخم  -: أوحه الدشابه

 .  ٌػمل همفخاح الىترووي   -                    
 .  دازة ملائمت مماوػت  -                    

م جعبُم حهد ما بِىما في التراهصطخىز  -: أوحه الاخخلاف  التراهصطخىز الحللي غبازة غً غىصس ًخم الخدىم بالخُاز الماز به غً ظسٍ
م جُاز الدخل                            .  زىائي اللعبُت ًخم الخدىم بالخُاز غً ظسٍ
ت ولرلً ٌظمى جساهصطخىز وخُد اللعبُت بِىما  -                         ٌػخمد التراهصطخىز الحللي في غمله غلى جدفم الحىامل الأهثرً
ت والأكلُت                          .  التراهصطخىز زىائي اللعبُت ٌػخمد ول مً الحىامل الأهثرً
 بالخالي مىُؼ ضد الضجُج، التراهصطخىز ( زىائي الدخل ذو اهدُاش غىس ي)التراهصطخىز الحللي ذو مماوػت دخل أغلى  -                      

 .زىائي اللعبُت ًملً زبذ أغلى                         
 .التراهصطخىز الحللي ذو خظاطُت أكل ججاه حغحراث دزحت الحسازة -                      
 .هىدُجت لبىِخه وبىائه، التراهصطخىز الحللي أطهل اطخخداما في الدازاث المخياملت -                      
 .أهبر مً زىائي اللعبُت طخاجُىُتالتراهصطخىز الحللي بشيل غام ذو خظاطُت  -                     

FET  خصائص التراهصطخىز ذو الأزس الحللي و بيُت  
(Field-Effect Transistors  (  
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  الحللي التراهصطخىز  خصائص أهم أن وحدها  :ملدمت 

 :بـ وحػعى      ID(output) & VGS(input) بحن الػلاكت : gm الخدىٍلُت الىاكلُت
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Graphical Determination of gm  
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 المخىاوبت للإشازة باليظبت التراهصطخىز  غمل جدلُل
               JFE Transistor Modeling      الحللي الأزس  ذو  التراهصطخىز  همرحت                                                           

 .حدا غالُت دخل مماوػت -2                                         .للجهد ممخاش  زبذ -1

 .التردداث مً واطؼ لمجاٌ اطخخدامه ًمىً -4                   .للعاكت مىخفض اطتهلان -3

 المىخفض الضجُج هدُجت الاجصالاث الملائمت، الخضخُم، :الخالُت المجالاث في ٌظخخدم بالىدُجت

ؼ مفخاح ٌػمل المىعلُت، الدازاث                                                  طسَ
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 المخىاوبت للإشازة باليظبت التراهصطخىز  غمل جدلُل
               JFET AC Equivalent Circuit                    الدازة الميافئت المخىاوبت  

iZ

os

do
y

1
rZ 

constant  V

D

DS
d GSI

V
r 





 :مماوػت الدخل

 :مماوػت الخسج

 :خُث

yos= Admittance equivalent circuit parameter listed on FET specification sheets. 

FET AC Equivalent Circuit 
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  JFET CS , Equivalent circuit      الدازة الميافئت لىصلت المىبؼ المشترن                                                                                         

The input is on the gate and the output is 
on the drain 

  الظػاث هرلً المظخمس  الجهد مىابؼ كصس  بػد الىاججت الميافئت الدازة

Gi RZ 

,r||RZ dDo     
10Rr
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Input impedance: 

Output impedance: 
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Dd 10Rr
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o
v Rg

V
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Voltage gain: 
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   JFET CS , Voltage – Divider Configuration                                                  الجهدالدازة الميافئت لىصلت المىبؼ المشترن لدازة ملظم 

  الظػاث هرلً المظخمس  الجهد مىابؼ كصس  بػد الىاججت الميافئت الدازة

21i R//RZ 

,r||RZ dDo     
10Rr
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Input impedance: 

Output impedance: 
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Dd 10Rr
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i

o
v Rg

V

V
A


Voltage gain: 

 المخىاوب للخُاز  الميافئت الدازة

21 



                                             JFET CD ,  AC Configuration     (Source Follower)        الدازة الميافئت لىصلت المصسف المشترن   

  الظػاث هرلً المظخمس  الجهد مىابؼ كصس  بػد الىاججت الميافئت الدازة
 المخىاوب للخُاز  الميافئت الدازة

Gi RZ Input impedance: 

  أن الػلم مؼ الخسج دازة الى هلجأ الخسج مماوػت لحظاب -
  VO  (  VO=-VGS)  الخسج حهد  مؼ الخىاشي  غلى VGS  الجهد

   :الخسج دازة فخصبذ

 الدخل مماوػت لحظاب -

  غلى هحرشىف بخعبُم
 :الخسج غلدة
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 الخضخُم لحظاب -
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  JFET CG , Equivalent circuit        الدازة الميافئت لىصلت البىابت المشترهت                                                                                       

  الظػاث هرلً المظخمس  الجهد مىابؼ كصس  بػد الىاججت الميافئت الدازة

 الدخل مماوػت لحظاب -

 الخسج مماوػت لحظاب -

 :السبذ لحظاب -
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   Isolate Gate bipolar Transistor  (IGBT)                                                                          التراهصطخىز زىائي اللعبُت مػصوٌ البىابت

Equivalent Circuit    الدازة الميافئت Symbol     السمص  

N- Channel MOSFET 

NPN - Transistor 

E 

C 

G 

  التراهصطخىز  مصاًا بحن ًجمؼ جساهصطخىز  هى   :IGBT التراهصطخىز 
ظخخدم FET المجاٌ جأزحر وجساهصطخىز  BJT اللعبُت زىائي               وَ
 .الخاصت للاطخػمالاث           

 التراهصطخىز  مثل Collector و Emitter وهي أظساف زلار له --
      BJT و Gate  التراهصطخىز  مثل .FET 

 (حدا غالُت دخل ملاومت)  IG=0 A      Then   IE = IC    :جُازاجه --

   .معدوم البىابت جياز وبرلك MOSFET  مثل عاليت دخل مقاومت -1  
 ,الجهد طسيق عن بديازه الخحكم يخم عنصس يعخبر -2 
 .حشىهاث حدور دون  ممخاشة جكبير وقدزة BJT التراهصسخىز  مثل الخياز جحمل على عاليت بقدزة يخميز -3 
 .العاليت التردداث عند في يعمل -4 
 .حدا صغيرة ON الحالت أزناء ومقاومخه ,حدا عاليت حهىدا IGBT التراهصسخىز  يخحمل -5 

   OFF الحالت إلى ويخحىل  البىابت على حهد جطبيق حالت في ON الحالت إلى يخحىل  أهه بحيث BJT التراهصسخىز  من أكثر بسهىلت IGBT التراهصسخىز  في الخحكم يخم :ملاخظت
 . ,للصفس مساويا يكىن  أو البىابت عن الجهد غياب عند                

 IGBT:        التراهصطخىز  ًخمحز --
  IGBT جعبُلاث جساهصطخىز 

 :الطاقة الكترونيات مجال في وخاصة كثيرة تطبيقاته
Power Electronics,   E.g,  Power supply 
Inverters,  USP.   

 single phase ,3-phase   المحركات في التحكم
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Advantages 
 
• Useful in logic circuit designs 
• Higher input impedance 
• Faster switching speeds 
• Lower operating power levels 

CMOS Devices 

CMOS (complementary MOSFET) uses a p-channel and n-
channel MOSFET on the same substrate. 
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Summary Table 
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 : 1 مظألت
 IDSS=6 mA, VGS=2v:هي التراهصطخىز  مػاملاث ،حاهبا المبِىت الدازة في
 .الىصلت وهىع التراهصطخىز  هىع خدد ـ 1     
  التراهصطخىز  ٌػمل ختىVP كُمت و  VDS و IS و ID و IG مً ول واخظب المظخمسة الميافئت الدازة ازطم -2     
 .الفػالت المىعلت في          
                             .Zi  و  ZOمً هلا  وخدد RS  الملاومت مؼ الخفسع غلى مىثف وصل بػد المخىاوبت الميافئت الدازة ازطم ـ3    
 RS         4K 

 RD      10K R1       5M 

R2       5M 

VO C 

Vi 
RL     

- 20  v 

C 

RS    4K 

 RD     10K R1     5M 

R2    5M 

- 20  v 

RS     4K 

RD      10 
K RTH 

- 20 v 

VT

H 
Ii 

IO 

 :الحللي التراهصطخىز  مظألت خل
 . JFET, p-channel  مشترن مىبؼ بىصلت المحسضت p اللىاة ذو  الحلل جأزحر  جساهصطخىز  -1
 زفىحن ميافئ وهدظب هسطم بالىدُجت همىن   ملظم وحىد المظخمسة، الميافئت الدازة -2

 :هجدID= IS  و أن   IG=0مً خللت الدخل ومؼ ملاخظت أن 

  = ID RS=2*4=8v   VS:                             إذا        

𝑉𝑡ℎ − 𝑉𝐺𝑆 −𝐼𝐺𝑅𝑡ℎ −𝐼𝑆𝑅𝑆= 0  →     𝑉𝑡ℎ − 𝑉𝐺𝑆 = 𝐼𝐷𝑅𝑆= 𝐼𝑆𝑅𝑆= 𝑉𝑆 
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   :هدظبه زم الاخخىاق حهد غلاكت وهىحد التراهصطخىز  في الماز  الخُاز  مػادلت هىخب  VP  لحظاب

  شسط لأن  VP2=4,7v هي الفػالت المىعلت في ٌػمل التراهصطخىز  مً ججػل التي الاخخىاق حهد كُمت
            هىخب الخسج خللت مً VDS الجهد لحظاب .مدلم  VP >VGS >0   الفػالت المىعلت في الخىاحد

            

 : جصبذ الدازة الميافئت المخخصسة بالشيل الخالي -5

Rt

h 

RL RD 

 Zi=Rth= R1 // R2و كُمت مماوػت الدخل   ZO=RD // rd: بالىدُجت مً الدازة

 :جابؼ خل المظألت

𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐷𝑆 −𝐼𝐷𝑅𝐷 −𝐼𝑆𝑅𝑆= 0  →     𝑉𝐷𝑆 = 𝑉𝐷𝐷 −𝐼𝐷(𝑅𝑆 +𝑅𝑆)=-8 v 
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Vo 
Vi 

C 

RS    2kΩ 

 Rd      60kΩ     

RG     1M Ω 

24 V 

C D   

RL       10 K 

      IDSS=1mA, μ=30    VD=9 v      مثالي الدًىد:لدًىا المبِىت الدازة في    :مظأله
  .المظخمسة الميافئت الدازة وازطم التراهصطخىز  هىع خدد ـ 1                    

 خغ ازطم و  ،الػمل مىعلت خدد زمVp   واخظب  VDSو VGS  و IS  و  ID و IG  الخُاز اخظب ـ2                    
   .g,m  و   rd مً ول   كُم اخظب زم الظاهً الحمىلت                       
  الخفسع غلى مىثف وصل بػد الصغحرة للإشازاث المخىاوبت الميافئت الدازة ازطم  ـ4                    
 .Zi & ZO مً ول غلاكت اهخب زم المىبؼ ملاومت مؼ                         

                                                          K=0.3A/v2,   μ=30  , VD=9 v:   في الدازة المبينت لدينا  :  مسأله
 . ـ حدد هىع التراهصسخىز وازسم الدازة المكافئت المسخمسةأ        
 العمل زم حدد معادلت منطقت  زم حدد VT واحسب    VDSو VGS و  VS  و  IDو  IGب ـ احسب الخياز       

 .  الحمىلت الساكنخط            
 الخفسع مع مقاومت المنبع على ج ـ ازسم الدازة المكافئت المخناوبت للإشازاث الصغيرة بعد وصل مكثف      

 . ZO & Zi & AVحدد كل من زم            
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                                                          K=0.3A/v2,   μ=30  , VD=9 v:   في الدازة المبينت لدينا  :  مسأله
 . ـ حدد هىع التراهصسخىز وازسم الدازة المكافئت المسخمسةأ        
 .  العمل زم حدد معادلت خط الحمىلت الساكنمنطقت  زم حدد VT واحسب    VDSو VGS و  VS  و  IDو  IGب ـ احسب الخياز       
 . ZO & Zi & AVالخفسع مع مقاومت المنبع زم حدد كل من على ج ـ ازسم الدازة المكافئت المخناوبت للإشازاث الصغيرة بعد وصل مكثف      
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 :من الجرمانيوم ويعمل في المنطقة الفعالة ولدينا القيم  T2الدارة المبينة لدينا في : مسألة
       

VGS = - 2v ;   VD = 6 v,     IDSS= 5.2mA,     β=80 ,        

.    ـ نوع كل من الترانزستورين 1        

 .ID و    ISو  IGو  IE و  IBو  IC احسب قيمة كلّ من -2      

 .  VDS و RDو  VCE احسب اكتب معادلة حلقة الخرج و ـ3      

            .  FETحدد منطقة عمل الترانزستور ثم VP  احسب -4      
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 :الحل
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